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СПЕКТРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИХІДНИХ 

ТА ОПРОМІНЕНИХ СВІТЛОДІОДІВ GaAsP 

 

Досліджувались оптичні характеристики вихідних світлодіодів GaAs1-хPх та опромінених електронами з 

Е = 2 МеВ, Ф = 10
15

÷10
16

 см
-2

. Проведено оцінку ширини забороненої зони твердого розчину GaAs1-хPх для 

х = 0,45. Її зростання спричинене розігріванням носіїв полем p-n-переходу. Розраховано коефіцієнти 

пошкодження часу життя неосновних носіїв заряду для опромінених світлодіодів GaAsP та проаналізовано 

наслідки впливу радіації на експлуатаційний параметр Т1, який визначає термостійкість роботи діодів. 

Ключові слова: GaAsP, світлодіод, від’ємний диференційний опір, вольт-амперні характеристики. 
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SPECTRAL CHARACTERISTICS OF INITIAL AND IRRADIATED GaAsP LEDs 

 

The optical characteristics of the GaAs1-хPх output LEDs and LEDs irradiated with electrons with Е = 2 MeV, 

Ф = 10
15

 ÷ 10
16

 cm
-2

 were studied. The width of the band gap of the GaAs1-хPх (х = 0.45) solid solution was estimated. 

Its growth is caused by the heating of carriers by the field of the p-n junction. The damage coefficients of the lifetime of 

minority charge carriers for irradiated GaAsP LEDs have been calculated and the consequences of exposure to radiation 

on the operational parameter Т1, which determines the thermal stability of the diodes, have been analyzed. 

Keywords: GaAsP, light emitting diode (LED), negative differential resistance, current-voltage characteristics. 
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